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В ходе сравнительного анализа установлено, что разработчики в нынешнее 

время при выборе алгоритма хеширования, учитывая настолько большое количество 

различных хеш-функций, сталкиваются с компромиссом. Компромиссом между 

скоростью хеширования и криптостойкостью свертки – если, например, разработчику 

нужен в первую очередь быстрый, а не надежный, алгоритм он выбирает MD5. А если 

же ситуация противоположная, когда на первом месте стоит степень криптостойкости 

функции, а не ее скорость, разработчик выбирает SHA-384 или SHA-512. Если 

ситуация более сложная, когда разработчику одновременно важна скорость алгоритма 

и ее криптостойкость, он выбирает SHA-1 или SHA-256 [1–5]. 
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ОПЫТ ЗАЩИТЫ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

В КОМПЛЕКСАХ «СОЛДАТ – БОЕВЫЕ СИСТЕМЫ» 

Л.Л. Утин, Е.Л. Остромухов 

В настоящее время по инициативе Государственного военно-промышленного 

комитета Республики Беларусь предприятиями оборонного сектора ведутся разработки 

по созданию информационно-технического комплекса «Солдат – боевые системы» [1]. 

Разработкой подобных систем занимаются многие ведущие государства, 

что обусловлено возросшими требованиями к современному общевойсковому бою. 

Основными подсистемами комплекса являются: подсистема управления, подсистема 

поражения, подсистемы энерго- и жизнеобеспечения и ряд других.  

Одним из элементов комплекса является карманный персональный компьютер 

ВМ2306, разработанный ОАО «НИИ ЭВМ», предназначенный для решения различных 

задач по обработке поступающей информации, проведению тактических расчетов 

и отображению требуемой информации на мониторе [2]. При разработке данной 

вычислительной машины необходимо было учесть, что она должна обеспечивать 

исправное, непрерывное, круглосуточное функционирование в самых экстремальных 

климатических условиях. Кроме того, изделие должно сохранять свою 

работоспособность при воздействии дождя и пыли, а также одиночных и многократных 

ударов повышенной мощности. Не маловажным фактором, являлось обеспечение 

защита от несанкционированного доступа к информации. Опыт решения 

вышеуказанных проблем предлагается к обсуждению. 
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ХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ СУЛЬФИДА ОЛОВА И КЕСТЕРИТА 

НА НАНОСТРУКТУРОВАННЫЕ ТЕМПЛАТ-ПОДЛОЖКИ  

ДЛЯ УСТРОЙСТВ ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ 

Е.А. Уткина, А.И. Воробьева, М.В. Меледина, А.А. Ходин 

Полупроводниковые тонкие пленки сульфида олова SnSx и кестерита перспективны 

для создания эффективных тонкопленочных солнечных элементов и фотодетекторов 

с учетом широкой распространенности, низкой стоимости и экологичности исходных 

составляющих материалов – серы и олова, процессов изготовления и готовых изделий, 

в том числе их утилизации [1, 2], а также при создании двумерных (2D) слоистых 

материалов для приложений в оптоэлектронных сенсорах и других устройствах 

оптической обработки информации [3]. Однако, до сих пор не разработаны достаточно 

надежные и эффективные процессы получения тонких слоев SnSx с требуемой 

микроморфологией и электрофизическими характеристиками, особенно с учетом слоистой 

структуры данного соединения с ван-дер-ваальсовыми связями между слоями. 

В данной работе исследуется химический метод послойного (SILAR) осаждения 

тонких 2D-слоев сульфида олова и кестерита Cu2ZnSnS4 с использованием 

наноструктурированных темплат-подложек алюминия и его анодного оксида. 

Использование подслоя титана и тантала обеспечивает улучшение адгезии к подложке, 

улучшение границы раздела с 2D слоем поглотителя на основе кестерита. СЭM 

изображения демонстрируют изменение морфологии от наноразмерных кристаллов 

CZTS в зерна CZTS почти микронного размера в результате сульфидизации 

при температуре 450 С. Анализ процесса осаждения 2D слоев сульфида олова 

и кестерита на темплат-подложку алюминия показывает, что использование 

нанопрофилированной подложки обеспечивает ориентированное осаждение 

полупроводника, увеличение эффективной площади осаждения, а также усиление 

поглощения оптического излучения в активном слое полупроводника.  
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